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(57) Abstract: The present invention relates to a system for producing silicon, preferably high-purity silicon, particularly solar si-
licon, and to a method for producing silicon, preferably high-purity silicon, in particular solar silicon, in each case with particular-
ly eftective resource utilization and reduced emission of pollutants.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betriftt eine Anlage zur Herstellung von Silizium, vorzugsweise hochreinem
Silizium, insbesondere Solarsilizium, sowie ein Verfahren zur Herstellung von Silizium, vorzugsweise hochreinem Silizium ins-
besondere Solarsilizium, jeweils mit besonders effektiver Ressourcenausnutzung und verringerter Emission von Schadstotfen.
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